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Проведены жссдедовашш анизотропии разреша
ющей способности пленок ЕиО п щ  термомагнитной 
записи оптической информации. Показано, что,при 
побитовой записи раз^шающая способность зависит 
от формы и размеров отдельных перемагниченных 
областей пленки. Плотность записи может состав
лять 6 «10^ бит/см^. Эксперименты проводились при 
Т « 77® К.

Краткие сообщения по физике № 8 1978

Исследования по голографической записи информации, проведен
ные ранее на пленках SuO, обнаружили анизотропию разрешающей 
способности при голографической записи информации /1/. Анизотро
пия объяснялась различием размагничиващего поля для плоской ре
шетки при ее различной р^зиентации; влияние анизотропии на плот
ность записи гологреф1ческой информации исследовано в работе /2/.

В указанных выше работах исследовалось изменение дифракцион
ной эффективности пленок Еио на решетке, образованной двумя схо
дящимися световыми пучками; полосы решетки имели неограниченную 
длину. Представляет интерес также исследовать фарадеевское вра
щение в замкнутой перемагниченной области пленки. Тем самым мож
но выяснить влияние анизотропии на геометрию и размер отдельных 
ячеек информации и провести оценки плотности записи информации 
по битам.

Для ответа на этот вопрос была использована методика парал
лельной записи массива инфоршции, все элементарные ячейки кото
рого представляли собой эллиптические области. Размещение облас
тей в плоскости пленки было таково, что массив представлял собой 
двумерную плоскую решетку. Для создания такой решетки использова
лись три некомпланарннх пучка рубинового лазера, пересекающиеся
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в плоскости пленки; изменяя углы между пучками, можно менять эл
липтическую фо|щу и размер ячеек решетки. В эксперименте два пуч
ка рубинового лазера сходились в плоскости, параллельной вектору 
намагниченности, а третий - в плоскости, перпендикулярной ему»

На рис. I представлена фотограф полученной таким образом 
решетки с ячейками эллиптической формы n|» небольших углах схож
дения пучков. Вектор спонтанной намагниченности пленки БиО рас
положен в направлении больней оси эллипса.

»
Р и с .  I» Фотография ячеек двумерной решетки, подученной при ма

лых углах схождения пучков рубинового лазера

При освещении пленки пучком He-Ne-лазера с интенсивностью 
за нею наблюдаются два световых пучка интенсивностью J, со

ответствующие первым порядкам дифракции света на двумерной ре
шетке.

При постоянной интенсивности освещаадего пучка интенсивность 
пучка J в первом дифракционном шксшнуш зависела от величины 
угла фарадеевского вращения в ячейках решетки в первом приближе
нии по закону J » где f - угол фарадеевского вращения,
- пропускание пленки. В свою очередь угол фарадеевского враще

ния зависит от соотношения осей эллипса. На рис. 2 представлены 
1фивые зависимости J/J^^ от отношения а/Ъ при фиксированных

32



значениях а, где а и Ъ - оси эллиптических ячеек решетки, совпа
дающие соответственно с направлениями, перпендикулярным и па
раллельным намагниченности, причем - максимальная
интенсивность пучка в первом дифракхщонвом максимуме.

Р и с. 2. Кривые зависимости относительной суммарной дифракцион
ной эффективности от соотношения полуосей ячеек решетки

аУЪг I - а = 4 мкм, 2 - а 2 мкм, 3 - а >= I мкм

Из рисунка видно, что общепринят£^1 згровень предельного на
дежного считывания информации * 0,75 достигается при
а/ь S 0,25 и а I мкм. Угод фарадеевского вращения цри этом со
ставляет 0,86 максимального значения. Таким образом, минимальный 
размер ячейки, для которого эффективность считывания по битам не 
уменьшается существенно, соответствует эллиптической области с 
осями 1 x 4  шсм^. При этом ячейка должна быть ориентирована боль
шей осью в направлении спонтанной намагниченности. Эксперименты 
проводились при Т »  77^ К.
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Бели принять, что расстояние межд7 ячейками не меньше разме
ров ячеек, то плотность записи по битам составит 6*10^ бит/ci^, 

В заключение автор выражает признательность И. Н« Компанцу 
за ценные замечания.

Постзпшла в редакцию 
14 июня 1978 г.
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